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１．概要（Summary） 

BN 膜を RFMEMS スイッチへ応用するためには成膜

した BN 膜のパターニングが必要である。しかし、BN 膜

のエッチング方法と条件は確立されていない。そこで BN

膜のエッチング条件を明らかにするため東北大学ナノテ

ク融合技術支援センターの設備を利用して 4 種類のエッ

チング装置による BN膜のエッチング結果を比較した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・両面アライナ露光装置一式 

・ECRエッチング装置（アネルバ・ECR6001） 

・イオンミリング装置（エヌエス・20IBE-C） 

・アルバック多用途 RIE装置（RIH-1515Z） 

・アルバック ICP-RIE（NE-550） 

・Tencor段差計 

・デジタル顕微鏡 

 

【実験方法】 

BN 膜が成膜された Si 基板においてダミーパターンを

用いて露光する。その後 Si基板を 4 等分し、4 種類のエ

ッチング装置（ICP-RIE、ECR、CCP-RIE、イオンミリン

グ）でエッチングした後、段差計でエッチング深さを測定し、

エッチングレートの比較を行う。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

エッチングレートの比較結果、ICP-RIE によるエッチン

グレートが最も早い（167 nm/min）。次が ECR（60.9 

nm/min ） 、イオンミリング （ 6.51 nm/min ）であり、

CCP-RIE（4.56 nm/min）によるエッチングレートが最も

遅かった。そのため、今回用いた装置の中では、アルバッ

ク ICP-RIE（NE-550）によるエッチングがBN膜のパター

ニングに最も適していると考える。 
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